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半導体デバイスは、性能向上とともに過酷環境での使用が期待され、その結果、要求仕様も厳

しくなる。例えば、宇宙では高温や低温、更にはそれらの熱サイクル、及び放射線を考慮した耐

久性・信頼性が必要とされるし、地上においても医療や原子力、加速器施設などでは放射線に対

する耐性を考慮する必要がある。また、対象となる環境により考慮すべき照射効果が異なるため、

どの様な環境での使用を想定するかで、耐放射線性の評価も異なることにも注意しなければなら

ない（Fig. 1）。例えば、今回のシンポジウムのテーマでもある原子炉の廃止措置などでは、残留

する放射性物質からのガンマ線が主であることから、トータルドーズ効果を考慮して耐性評価・

強化を図る必要がある。加えて、どの様な用途・状況で用いるデバイスかによって、耐性強化技

術が異なることにも注意を払う必要がある。例えば遮蔽により耐性向上を図ることは可能である

が、重量増加という問題が発生することは容易に想像がつくし、そもそも撮像素子のように遮蔽

することで本来の「見る」という目的が達成できなくなるという場合もある。また、トータルド

ーズ効果では、半導体そのものというよりはデバイスとして構成される絶縁膜（酸化膜）や、そ

の絶縁膜と半導体の界面が問題となるため、デバイス構造やデバイス作製プロセスが耐放射線性

に大きく影響する。従って、MOS 電界効果トランジスタ（FET）よりショットキー障壁を用いた

Metal-Semiconductor（MES）FET や pn 接合型の JFET の方が優れた耐放射線性が期待できる。 

本講演では、炭化ケイ素（SiC）半導体デバイスを中心に、トータルドーズ効果の観点から、デ

バイス作製プロセスや構造の違いが耐放射線性に及ぼす影響を考察するとともに、我々が進めて

いる SiC を用いた撮像素子の開発の現状について紹介する。 

本研究の一部は科研費基盤（A）20H00252 により行われた。 

 
Fig. 1 Typical radiation effects on semiconductor devices 
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